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１．概要（Summary） 

大気圧プラズマは、サンプルを真空中に置かなくても

活性種を照射できるため、生きたサンプルの処理が可能

となる。我々は、生物の最小単位である細胞を負圧をか

けてトラップし、プラズマ照射可能なMEMS ノズルを利用

する手法を研究している。昨年度は、ミドリカビ胞子の構

造が壊れる殺菌効果を確認した。最近では、適度なプラ

ズマ処理が生命活動を活性にする効果を持つことが注目

されている。但し、細胞は 43℃以上で組織破壊が進むた

め、低温処理化が必須となる。昨年度は細胞に熱ダメー

ジも見られた。本研究ではノズル部の低温化を試みた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクアライナ装置、レジスト処理（アッシング）装置、

Deep Reactive Ion Etching 装置（Bosch プロセス）、デ

ジタルマイクロスコープ一式 
【実験方法】 

Fig.1 に装置構成を示す。昨年度と同じ MEMS ノズル

を製作した。マスクアライナ装置、レジスト処理（アッシン

グ）装置、Deep Reactive Ion Etching 装置（Bosch プロ

セス）、デジタルマイクロスコープ一式等を利用した。放電

ガスを逆流に変更し、ノズル下流位置でプラズマ点灯し、

拡散輸送される活性種によりサンプル処理する。上流から

の室温ガス供給によりサンプルとノズルを空冷する。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
サーモグラフィから、プラズマ点灯時（ 40W, He 

1.0L/min）のノズル温度は、昨年度構成で60-100°C、逆

流型で 20-60°C に下がった。サーモラベルでも 40°C 未

満であること確認した。30 分間、白ユリとスイセンの花粉

にプラズマを照射する実験を十数回行ったところ、表面形

状に変形は無かった。プラズマの荷電粒子やラジカルに

よって、化学的変化が生じていると考え、花粉管の発芽率

を、短時間で発芽することで知られるスイートピー花粉を

使って調べた。10%ショ糖液を含む寒天培地に 1 日間置

き、花粉管伸長を促した結果が Fig.2 である。(a)未照射

では多数の発芽管が確認でき、5 回平均で 22%であった。

(b)20 分間プラズマ照射すると、3.3 %に減った。生物機

能が残りつつも、影響を受けていると判断される。 

Fig.1: MEMS nozzle and setup of plasma 
irradiation to the sample trapped at the nozzle. 
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Fig.2: Germination of the sweet pea pollen (a) 
without and (b) with plasma irradiation. 
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